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Reaction Process Rate coeflicient ~ Energy Loss No. Reaction Process Rate coefficient Energy Loss
(cm3s~l/em®s7l) (V) (cm3s™!/em®s™) (eV)
He + e~ — He + e”(momentum) f(Te) 32 O +e -5 0+2e 2.0x 1077 exp(=5.5/T.)
He + e~ — He(23S) + e~ f(Te) 19.820 33 0 +0,-50;+e¢" 50x 10715
He +e” — He(2'S) +e” f(Te) 20.620 34 0"+0,-0+0; 2.0x 1071
He +e” — He" +e” Jf(Te) 20.960 35 0 +0,+0, > 0; +0; 1.1x107%
He+e — He™ +e- f(Te) 21.220 36 Of+e — 20 52 % 107°/T.
He + e~ — He™ + e~ F(Te) 22720 37 0O +0"—-20 2.0x 1077
He + ¢~ — He" +2¢” f(Te) 24.5%0 38 0 +0; 50+0; 2.0x1077
O, + e~ — O, + e”(momentum) f(Te) 39 0O +0! - 30 1.0x 1077 8 AN
O +e7 — O3(rot) +e” f(Te) 0.020 40 05 + 0" - 0+0, soxior NIt E BE (eV),
Oy+e = O5(v=1)+e F(T.) 0.190 41 0, +0 - 20, 20x 107 %0,DEHiCHE - AREEE
Oy+e” = O5(v=2)+e f(Te) 0.380 42 0;+0! -20+0, 1L0x 107 ([EE LTV
O, +e” - Oi(v=3)+e f(T.) 0.570 43 0;+0" ->03+0 2.0% 1077
Oz+e” - O5(v=4) +e J(Te) 0.750 4 0;+05 5 03;+0, 2.0x107
Oy +e” = O5(a'Ay) +e” f(Te) 0.977 45  0;+05 - 03+20 1.0x 1077
O +e” = O5(b'E}) +e” f(Te) 1.627 46 O"+e +0,>0+0, 1.0x 1072
O, +e” = 05 +e” f(Te) 4.500 47 O +e + 0, > 20, 1.0x 1072
O, +e" > 0+0+e” f(T) 6.000 48 O +0"+0, > 20, 20%x107%
O,+e 5 0+0"+e” f(Te) 8.400 49 O +0]+0;, > 0+20; 20x107%
Oy+e” 0" +0" +e” f(Te) 9.770 50 O, +0}+0, - 30, 2.0x 107
O, +e” — Of +2e” f(Te) 12.060 51 He 10, 50 +tO+He T.007 X 10 7
Oy +e” > 0" +0+2e” f(Te) 19.500 52 He*+0,—> O} +He 3.3x 1071
O2+02+e” > 0;+0O; J(Te) 53  He}+0, > 0" +0+2He 50x 10710
Oy+e” >0 +0 f(Te) 54  He; + 0, — Of +2He 5.0x 10710
He(2°S) + e~ — He™ + 2¢” f(Te) 4.770 55 He(2’S)+0, —» 05 +e¢” +He 2.54x1071° ~7.760 eV
He(2'S) + e~ — He' + 2e” f(Te) 3.970 56 He(2!'S)+0, - O} +e  +He 2.54x107'° -8.560 eV
He* + 2He — HeJ + He 6.5 x 1072 57 Het+ O - He+O 2.0x 1077
He' +2¢~ — He* +e 7.1 %1072 58 He' + O; - He+ O, 2.0x 1077
He! +2e” — 2He + " 2.0x107%° 59  He'+0O; — He + O3 2.0x 1077
He(2!S) + He — 2He + hv' 6.0 x 10715 60 He!+O —2He+O 2.0% 1077 Estimated
He(2’S) + 2He — He}, + He 2.5x 107 61  Hel +0; — 2He + O, 2.0% 1077 Estimated
He(2’S) +e” — He +e” 29x107° ~19.820 62 He® +0O; — 2He + O; 2.0x 1077 Estimated
He(2°S) + He(2’S) —» He* +e” +He 29x107° -15.050
1 Y W |5 d = S ) - +.O. EEEEFS SV S s
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